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To protect the solder joints between connecting wires and hybrid circuits during encapsulation 
and hardening of the encapsulating mass, the connecting wires at least in the area of the 
contact surfaces are covered by a first comparatively inelastic, very firm insulating material 
layer, and then the whole hybrid circuit and the components are enveloped by a second, 
comparatively elastic insulating material layer. 
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@ Schichtschaltung mit Umhuliung 

Zum Schutz der Lotverbindungen zwischen AnschluS- 
drahten und Schichtschaltungen beim VergieSen und Aus- 
haiten der VerguBmasse werden die Anschlu&drahte we- 
nigstens im Beretch der Kontaktflachen durch eine erste 
vergleichsweise wenig elastrsche Isotierstoffschicht hoher 
Festigkfiit uberdeckt und danach die gesamte Schichtschal- 
tung und die Bauelemente durch eine zweite, vergleichswei- 
se elastische Isolierstoffschichtumhullt. 
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Patentanspruche 



1. Schichtschaltung mit er ektrisch isoberender Urn- 
hiillung und mit Bauelementen, die uber Anschlul5- 
drahte mit Kontaktflachen der Schichtschaltung 5 
insbesondere durch Loten verbunden sind, da- 
durch gekennzeichnet, daB die AnschluBdrahte (3) 
wenigstens im Bereich der Kontaktflachen (8) 
durch eine erste, vergleichsweise wenig elastische 
Isolierstoffschicht (4) hoher Haft- und Eigenfestig- .o 
keit uberdeckt sind und daB die gesamte Schicht- 
schaltung (1) und die Bauelemente (2) durch eine 
zweite, vergleichsweise elastische Isolierstoff- 
schicht (5) umhiillt sind. 

Z Schichtschaltung nach Anspruch 1, dadurch ge- 15 
kennzeichnet. daB die erste Isolierstoffschicht (4) 
einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten hat. 
der an den der Schichtschaltung (t) angepaBl ist 
3. Schichtschaltung nach Anspruchen 1 oder 2. da- 
durch gekennzeichnet, daB als erste Isoherstoff- 20 
schicht (4) ein mit nichtelastischen Stoffen gefulltes 
Epoxydharz und als zweite Isolierstoffschicht (5) 
ein miBflexiblen Stoffen gefulltes. sogenanntes fle- 
xibilisiertes Epoxydharz vorgesehen smd. 
4 Verfahren zur Herstellung einer Schichtschal- 25 
tung nach einen der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die AnschluBdrahte (3) auf den 
Kontaktflachen (8) der Schichtschaltung (1) insbe- 
sondere durch Loten so befestigt werden, daB zwi- 
schen Schichtschaltung (1) und Bauelementen (2) 30 
ein freier Raum bleibt, daB dieser f reie Raum durch 
ein thbcotropes mit nichtelastischen Stoffen gefull- 
tes Epoxydharz (4) so ausgeftillt wird, daB die 
Grundflache der Bauelemente von Expoxydharz (4) 
freibleibt, daB das Epoxydharz ausgehartet wird, 35 
daB die Anordnung in ein Gehause (6) eingebracht 
wird und daB das Gehause mit einem. flexible Stof- 
fe enthaltenden Epoxydharz (5) ausgegossen wird. 
aus dem die elektrischen Anschlusse (7) herausra- 
gen. 

Beschreibung 



Die Erfmdung betrifft eine Schichtschaltung entspre- 
chend dem Oberbegrif f des Anspruchs 1 und ein Verfah- 45 
ren zur Herstellung einer derartigen Schichtschaltung. 

Ein elektrisches Gerat oder eine Schaitungsbaugrup- 
pe mit einer elektrisch und mechanisch isolierenden 
Umhullung ist aus der deutschen Offenlegungsschnft 
16 40 406 bekannL Bei der bekannten Anordnung ist die 50 
elektrische Schaltungsbaugruppe von zwei Isoherstoff- 
schichten umgeben. zwischen denen sich erne Schicht 
aus einem elektrisch und/oder magnetisch abschirmen- 
den Material befindet Bei der zweiten Isolierstoff- 
schicht kann es sich urn eine die elektrische Schaitungs- 55 
baugruppe einschlieBende VerguBmasse handeln. wah- 
rend es sich bei der ersten Isolierstoffschicht msbeson- 
dere urn eine Isolierstoffolie handelt, die urn die zu um- 
hullenden Teile herumgelegt und unter Vakuum an die- 
seTeileangepresstwird. . o u w 

Es ist auch bereits bekannt, elektrische Schaltungs- 
baugruppen mit einer mechanisch vergleichsweise sehr 
festen Kunststoffumhullung zu umgeben wobei die 
elektrische Schaltungsbaugruppe gegen das Schrunip- 
fen der VerguBmasse dadurch geschutzt 1st. daB die 65 
Schaltungsbaugruppe vordem VergieBen in einc hoch- 
elastische Isolierstoffmasse eingebetiet wird. Bei einer 
derartigen Anordnung tritt jedoch neben crhohtcm 



Raumbedarf das Problem auf. daB mechanischen 
Schwingungen ausgesetzte Bauelemente die fiber An- 
schluBdrahte mit KontaktRachen der Schichtschahung 
verbunden sind die Lotverbindungen mechanisch in un- 
zulassiger Weise belasten konnen. Durch diese mecha- 
nische Belastung der Lotverbindungen kann es zu emer 
Erhohung des elektrischen Widerstandes in der Lotver- 
bindung Oder zum mechanischen Bruch der Lotvcrbin- 
dungkommen. l , U4 

Die Aufgabe bei der vorliegenden Erfmdung bestchl 
also darin, eine Schichtschaltung der eingangs erwahn- 
ten Art weiterzubilden, daB das Schrumpfen einer aul5e- 
ren VerguBmasse nicht zum Bruch der Lotverbindun- 
gen zwischen den Anschlusse von Bauelementen und 
der Schichtschaltung fuhrt und daB die gesamte Anord- 
nung gegeniiber mechanischen Spannungen und Vibra- 
tionen dauernd stabil ist , j- • 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe durch die im 
Kennzeichen des Patentanspruchs 1 angegebenen 
Merkmale geiost. Dabei ergibt sich in vorteilhafter Wei- 
se daft die erfindungsgemaBe Schichtschaltung nur ei- 
nen geringen Raumbedarf hat. Bevorzugte Ausbiidun- 
gen der erfindungsgemaBcn Anordnung smd in den Pa- 
tentanspruchen 2 und 3 beschrieben, wobei sich der be- 
sondere Vorteil der einfachen Herstellbarkeit ergibt, 
weiterhin ist vorteilhaf t, daB die Schichtschaltung selbst 
vergleichsweise geringen mechanischen Belastungen 
wahrend der Herstellung und wahrend des Betncbs der 
Anordnung ausgesetzt ist, auBerdem ist eine weitgehen- 
de Anpassung an sehr verschiedenartige Schichtschal- 
tungen und Bauelemen t ebestuckungen moglich. 

Ein vorteilhaftes Herstellungsverfahren fur die erfin- 
dungsgemaBe Schichtschaltung ist im Anspruch 4 be- 
schrieben. dieses Verfahren laBt sich in einfacher Weise 
in die ublichen Herstellungsverfahren fur mit separaten 
Bauelementen bestuckte Schichtschaltungen emghe- 

^^Se Erfindung soli im folgenden anhand eines in der 
Zeichnung dargestellten Ausfiihrungsbeispiels naher 
beschrieben werden. . . * 

In der Figur ist mit 1 die Schichtschaltung bezeichnet. 
auf der Bauelemente 2. im vorliegenden Falle Transisto- 
ren, fiber AnschluBdrahte 3 befestigt sind Die BefesU- 
ffung der AnschluBdrahte 3 auf der Schichtschaltung 1 
erfolgt auf den Kontaktflachen 8 durch em automati- 
sches Lotverfahren. Danach werden die KontaktHachen 
mit den verlfiteten AnschluBdrahten mil einem dickflus- 
sig eingestellten Epoxydharz, das mit Quarzpulver ge- 
fullt ist, abgedeckt. Die Abdeckung erfolgt dabei so, daB. 
zwischen der Unterkante der Transistorbodenplatte 
und dem Epoxydharz ein freier Raum bleibt Nach dem 
Ausharten ergibt sich ein fester Uberzug fiber die Lol- 
stellen, der aufgrund seiner geringen Ausdehnung nur 
geringe Schrumpfspannungen erzeugt, die auBerdem 
durch die hohe Fullung mit Quarzpulver weitervernn- 
gert sind. Die gesamte Anordnung wird an den An- 
schluBdrahten 7 gehaltert in ein Gehause 6 eingebracht 
und abschlieBend mit einem durch Elastomere flexibili- 
sierten Epoxydharz ubergossen. Nach dem Ausharten 
verbleibt dieses Epoxydharz in einem vergleichsweise 
elastischen Zustand, so daB Schrumpfspannungen durch 
dieses Epoxydharz aufgefangen werden und nicht aut 
die Konlaktanordnung iibertragen werden. 
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